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摘 要

鋁質電解電容器是個非常重要的電子零件且常見於電腦及電 源供應器之電路系統上，其應用非常廣泛且需求量亦大。為使

低壓 用電解電容器走向輕、薄、短、小之目標，工業界皆朝向擴大陽極 表面積，藉以增進化成後電容量方向著手，其中

以電化學腐蝕方式 做為擴面處理為研究重點之一。 高純度鋁原箔經電蝕或化成程序後，常做為電容器的電極材 料，而電

容器的電容量主要是受到鋁箔有效面積所影響。本研究係 利用交流電蝕方式，電蝕鋁箔表面來擴大表面積增進電容量。經

由 探討各項電蝕參數，諸如電流波形、頻率、電流密度、電蝕時間和 腐蝕溶液參數，諸如濃度、溫度、腐蝕液中鋁離子

含量及其組合對 電蝕行為影響和表面蝕孔分佈的情形，可得以下結果：（1）鋁原箔 經前處理除去製程中生成之不均勻氧

化膜後，可使電蝕後之蝕孔數 增加且分佈均勻，尤其是使用磷酸前處理液，效果更顯著（2）鋁 箔表面蝕孔之形貌會受到

電流頻率、電流密度、電流波形及腐蝕液 組合所影響（3）依照EIAJ-RC2364 規範對電蝕鋁箔做18.4V 化成 十分鐘，所獲

得電容量可達到60~63μF/cm2。 在陰極腐蝕箔方面，採用低純度鋁箔並利用化學腐蝕方式增加 其表面積，且不須經過化

成處理使表面長氧化膜，而是須安定化處 理以防止電容量衰退。經研究結果，陰極腐蝕箔在沸騰純水中水合 試驗一小時

，其電容量損失在10%以內且電容量值可達到375~390 μF/cm2。
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